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Методом ЦВАМ проведено исследование процесса осаждение кремния на вольфрамовую подложку из расплава KF 
- KCl(2/1 мол.) – KI(75% мол.) – K2SiF6 (0,22 % мол.) в атмосфере очищенного аргона (рис.1а). Отклонение тока в точке 
потенциала E=0, предположительно, объясняется образованием на поверхности подложки силицида вольфрама1.

На SEM вольфрама (рис.1б). виден сплошной тонкий слой кремниевого осадка, на поверхности которого формируются 
сложные  кремниевые агломераты. 

                                                                 А) Б)
Рисунок 1. А) ЦВАМ при разных скоростях развертки потенциала на вольфраме из расплава  

KF – KCl (2/1 мол.) – KI (75% мол.) – K2SiF6 (0,22 % мол);  
Б) SEM – микрофотография осадка кремния на вольфраме, полученного из того же расплава
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